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要旨  

水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液（－1、Ⅴ首▲卑官」）によるSiのウェットエッチングについて検討しノた．ェ、ソ了   

ング速度に0．ヰ5ト澗′血nであった▲ 平坦なエッチンケ血が得ヰれ，エッチンブナrj（5里．ざ）さ土曜論値（tう5）と   

一致した  

1．序論   

センターで圧フト粥鳴年㍑両J開発しノてきたⅢ山形照査憶  

合金薄膜を用いご現在用軋mオー轟ダーの保護素ぃけ形状  

作製に成功Lてお畑 形状記憶合金薄膜駆動型プレrカと  

Lて特許出願（持間 コ悌祢！至りiヰ2）しノている．本技術シーー  

ズ右「r7イソロシステム」として製品化一事業化へ〃）展  

開に繋げるべく 妄］∴見える技術」とする放り組みを行／）  

ている．↑回，ウニ、ソトエッチンク実験装置の構築及び，  

シリコンウエハエッチングレート〝）把握を行ったので報  

告する．   

水酸化テトラメチルアンモニウム水子斜夜（TMA‖）は比  

較的肴性が低く，Si′′Si（〕ニエッチング選択比が高いため，Si  

川ニトソナヤント（エッチング液）としノて広く利用されてい  

ろ．巨たKやNaのょうな金属イオンを含まないた♂j）半  

導体プロセスと（ノ）フィツナイングに優れている．   

Sけ土星、MAト宣中では次式の化′羊反応が起き，水溶性のケ  

イ酸イオンとなろ．Si表面で水素ガスの発隼を作／つてシリ  

ニコンのエッチングが遅日寸づ．すなわち∴舅が水庵昭写り  

イ酸イオン（Si（）；コ‾）となり水溶媒（エッチヤント）に溶  

融て「トス く＝ ／Jl ノ  ユノ・  

ヒンコーティングにより塗布しノた．レジストを塗布し／た銭  

坂にマスクを挟んで紫外線照射してバ享㌧一ニングし′′′二．   

2．2 ウエージトニツテンダ   

エッチャント調整用fハ試ご襲さ土全て和光経費拉）特級相当  

〝〕グレーw－ドを用いィモー   

S打）ニエッチャントとしノこ緩衝フッ酢＝捌≠1を使≠Lた．  

捌斬∵エ恥戦フッ化アンモニウム水溶液：48％ふ／）化水素酸  

を体積比5：1で混了干しこ調製した．   

SiエッチャントとLて 25サ1）テトラメチルアンモニウム  

ヒド［丁キシド溶液（和光純粟，精密分析用）をその意志住  

いた．   

Fig。温にSiエッチング装置ゾ〕模J〔図を，F云g．2に同装置レ「）  

写頁を示す．ニエソチング椎ドニLてガラス製甘）二＝セ′＼ラブ  

ルヒ㌧一カー、を用いた【ユニッチングさ土エッチャン巨下にテフ  

ロンコーティング熱電対（温度センサ）了 ナブコン製試料  

ホルダー爪を入れ∴隠拝む加え ±＝∴ニ制御Lた．ェッ千  

ング温度仁王90二iCとL，温度儲闇慄Hリボンヒー【夕山一  

（トせ旦 には非表ホ）〃拍且み′rナわせご側面から加悸畑調節  

Lた．ジムロート冷却管∴上りェソチャントから）（ハ蒸気を  

一工 ナトアントの軍亨巨。濃縮を抑制Lた，  

Si十2（〕け十卜重1（二）′ゝSi（）1一丁2i‡1†  

2，実験   

2．1 パターニング   

ハターニングけフォトリソグラフィーーにより子トった．マ  

スクとLてガラス乾板を，フォトレジストとtノて東京応化  

のネガ型レジストOMR－83を用いた 基板にレジストをス  
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Fig・3 RじIationbct“reenctchtngdcpthandetchlngtimeinthe  

CaSeOf、VetetChing（汀SiinTM＾fl．  

3．2 sEMによるエッチング観察  

Fig▲l Lxpcril－1CIltalsetupR）「帆retetChingし）l、Si  

n厄．ヰ Scannil唆CtCCtr（）nmicrographort－1CCtChビ〔if五ce（〕圭、si 

町名g。4けSEMで虫卜かし、〕見たエッチング而であろ．大部  

分は平聞入エソナング痛が子tj二∴〕れ′キーが十所々にマイクロメ  

ートルオー→タ㌧しりヒラミソド状サ構造物（マイクし1〔ニラミ  

ット）が兄ふれ了－  

ド唱・2 Experi呈Ⅵentalsc叫つgl汀、もじをC！ch皇ngi）f、s盲  

基板とLて非ドー∴フJ与呈酸化膜付きシリコンウ「いハ  

（Siりぐ椚）2インチ¢、200トm厚、0．5ドm酸化膜）を使用しノ  

←Ⅶ エッチング深さ＝薄絹山U‰差計に上り来夏）た 

二⊂ソナング面け，走腋竜「野徴鏡観凛∵；二り㌃i拍fiしイニ  

3．結果訂考察   

31エッチング速度   

Fig。3」‾ニトンナング深さと二∫ ソナンブ時酢ノ1欄係を′jモ  

ーr「■ 頂点、／を座ろ良好な直線照骨判㌧れた．ニハ直線の傾き  

が二「ツナング速恕二伸当守る 求れヒュソナング速せ悠  

し），45岬l′′ill呈ilであ／）プ  Fニig・5 Sc乙iF一雨唱鉦拙加m－一応吋㌢叩溶け、星－1icrop〉て之i呈11idso一雄1ビ  

etch（：dたiCピし）f、si 
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裾症汀鉦1C蜃1Cd血7’MAH．   

F亘g。5はマイク［了ヒラミソトげ〕烏轍「紅ごある．11Mノ＼トすに  

上る Sいノ）エッチングほ異方√性エッチングである．つまり  

全てヅり川－Jに平等にエッチングが進行すろわけではなく，  

Si（一軒叫二対するエッチングは速く、Si（‖1）に対するエッ  

チンブは遅い．エッチングは（川口）而に対して垂直に進行  

〉1一るが，崖」に柿「■する面（境界） ト土重厚ではなく，（‖り  

面が傾斜を持／つて溶け残る。とで述べたマイクtlヒラミッ  

ドの而もり‖）か乃溶け残りであると考えられる．Fig。轟  

はエッチングにより形成した崖に相り∃すむ部分の断癒図  

である．理論的に（i（）0）面と（＝川南ほ55＝ で交差する．  

「ig．6上りエッチング角を逆三角関数を性／1て衣めること  

が出来る．「ig．6［り求ガ〕たエッチング角は54．2 となり，  

理論旭二と・故Lた。  
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